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(57) Abstract: Disclosed is an electronic component (1), especially a high frequency power module (2), comprising a hollow hous-
ing (3) with a housing frame (4), plastic walls (5), and a metallic housing bottom (9) with at least one chip island (10) and at least
one semiconductor chip (11) which is disposed on said chip island (10). The plastic walls (5) are made of a thermosetting material
while being provided with surfaces (36) that are connected to surfaces (37) of the metallic housing bottom (9) via a soldered joint.
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& (57) Zusammenfassung: Fin elektronisches Bauteil (1), insbesondere ein Hochfrequenz-Leistungsmodul (2) hat ein Hohlraumge-
hiduse (3) mit einem Gehduserahmen (4) mit Kunststoffwandungen (5) und einem metallischen Geh4useboden (9) mit mindestens

O einer Chipinsel (10) und mindestens einen auf der Chipinsel (10) angeordneten Halbleiterchip (11), wobei die Kunststoffwandungen
(5) aus einem Duroplast hergestellt sind und Oberfldchen (36) aufweisen, die mit Oberfldchen (37) des metallischen Gehdusebodens
(9) iiber eine Lotverbindung verbunden sind.
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Beschreilbung

Elektronisches Bauteil und Verfahren zur Herstellung des e-

lektronischen Bauteills

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bau-
teil, insbesondere ein Hochfrequenz-Leistungsmodul, mit einem
Kunststoffwandungen und einen Metallrahmen aufweisenden Ge-
h&userahmen, wobei die Kunststoffwandungen und der Metallrah-
men tiber eine Ldtverbindung verbunden sind. Die vorliegende
Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Lotverbindung zwischen einem Duroplastbauteil und einem

Metallteil.

Elektronische Bauteile, insbesondere Hochfrequenz-
Leistungsmodule werden aufgrund der hohen Warmeentwicklung
und der Hochfrequenz-Eigenschaften haufig in Hohlraumgehdusen
aus Keramik untergebracht. Dariiber hinaus ist es im Stand der
Technik bekannt, Hochleistungsmodule vollstandig in einer
Kunststoffmasse einzubetten, wobeil deren Hochleistungshalb-
leiterchip auf einer Chipinsel angeordnet ist, von der min-
destens eine Oberfliche eine Aubenwand des Gehduses bildet,

die durch die Umgebung gekiihlt werden kann.

Hohlraumgehiduse aus Keramik sind jedoch in der Fertigung auf-
wendig und teuer. Andere Materialien, die auch in Verbindung
mit den Hochfrequenz-Eigenschaften des in dem Gehduse unter-
zubringenden Moduls verwendet werden konnen, wdren, wie be-

reits erwahnt, Kunststoffmaterialien wie Thermoplaste oder

Duropléste. Duroplaste wdren besonders geeignet, da sie auf-
grund ihrer nach dem Aushdrtungsprozess stabilen Struktur bei

Erwdrmung im Gegensatz zu Thermoplasten nicht aufweichen.
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Jedoch weisen die Hohlraumgehiduse auch metallische Bauteile
auf, z. B. Metallrahmen in deren FuBbereich, die mit den
Kunststoffwandungen haftfest und dicht verbunden werden mis-
sen, wobei diese Verbindung auch den Belastungen standhalten
muss, die beim Wire-Bonden mit Ultraschall auf das Bauteil

und somit auch auf die Verbindungsstelle einwirken.

Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein e-
lektronisches Bauteil, welches ohne groReren herstellungs-
technischen Aufwand sowie kostenglinstig hergestellt werden
kann und dabei den Anforderungen, die an ein Hochfrequenz-
Leistungsmodul gestellt werden, standhdlt sowie ein entspre-

chendes Verfahren vorzusehen.

Diese Aufgabe wird durch ein elektronischen Bauteil mit den
Merkmalen gemidBR Anspruch 1 sowie durch ein Verfahren mit den
Merkmalen gemiB Anspruch 12 geldst. Vorteilhafte Weiterbil-

dungen sind in den abh&dngigen Anspriichen definiert.

Erfindungsgemdf bereitgestellt wird demnach ein elektroni-
sches Bauteil, insbesondere ein Hochfreguenz-Leistungsmodul,
das folgende Merkmale aufweist: ein Hohlraumgeh&use mit einem
Gehduserahmen mit Kunststoffwandungen, einem metallischen Ge-
hiuseboden mit mindestens einer Chipinsel, mindestens einen
auf der Chipinsel angeordneten Halbleiterchip, wobei die
Kunststoffwandungen aus einem Duroplast hergestellt sind und
Oberflichen aufweisen, die mit Oberflidchen des metallischen

Gehdusebodens iiber eine Lotverbindung verbunden sind. -

Wie eingangs bereits erwihnt, weisen Duroplaste aufgrund ih-
rer stabilen Struktur nach dem Aushdrten die fir die Hochfre-
quenz-Anwendung und Temperaturbereiche der Anwendung ge-

wiinschten Eigenschaften auf. Im Gegensatz zu den Thermoplas-
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ten sind sie temperatur- und formstabil und halten im allge-
meinen auch hdheren Belastungen stand. Weiterhin sind Du-
roplaste im Gegensatz zu Keramiken kostengilinstig und einfach
su be- bzw. verarbeiten. Z. B. kénnten die Duroplastwandungen
des Gehiuses einfach entweder als Pressmassen oder auch im

Spritzgiefverfahren hergestellt werden.

Die erfindungsgemife Létverbindung zwischen den Duroplastwan-
dungen und dem Geh&duseboden des elektronischen Bauteils er-
zeugt eine haftfeste Verbindung, die zuverlassiger ist als
eine herksmmliche Klebeverbindung. Auch ist die Lotverbin-
dung, welche insbesondere mittels Weichl&ten hergestellt
wird, in einem grdBeren Temperaturbereich stabil und Langzeit
zuverldssiger als die aus dem Stand der Technik bekannte Kle-

beverbindung zwischen Kunststoffteil und Metallteil.

Gemiah einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung weisen
die mit den Oberflichen des Metallrahmens verbundenen Ober-
flachen der Kunststoffwandungen einen létfahigen Schichtauf-
bau mit einer ersten Haftvermittlerschicht, welche Cr um-

fasst, auf.

Vorzugsweise weist der Schichtaufbau weiterhin eine zweite
Haftvermittlerschicht, welche Cu umfasst, auf. Es ist beson-
ders bevorzugt, wenn die Ldtverbindung durch Weichldten her-

gestellt ist.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Schichtaufbau weiter-
hin eine Diffusionsbarriereschicht aufweist, welche Ni oder

eine Ni-Legierung umfasst.

Dariiber hinaus weist der Schichtaufbau vorzugsweise eine Lot-

schicht auf, welche Sn umfasst. Die Lotschicht kann aber auch
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andere Materialien aufweisen; es kann beispielsweise auch

Gold-Zinn-Lot eingesetzt werden.

In dem Fall, wo Cu als Haftvermittlerschicht verwendet wird,
ist es jedoch auch méglich, die Cu-Schicht gleichzeitig als

Lotschicht zu verwenden.

Vorzugsweise weist die erste Haftvermittlerschicht eine Dicke

von 0,05 pm auf, und die zweilte Haftvermittlerschicht weist

eine Dicke von 0,5 — 1 pm auf.

Es ist vorteilhaft, wenn die Diffusionsbarriere eine Dicke

von 1,0 um und die Lotschicht eine Dicke von 1,0 pum aufweist.

Besonders bevorzugt sind die Ausfiihrungsformen, bei denen als
Duroplast Bakelit, Polyurethan, Melaminharz, Phenolharz oder
Epoxidharz verwendet ist bzw. die Kunststoffwandungen des Ge-
hiuserahmens des elektronischen Bauteils aus zumindest einem
dieser Materialien hergestellt sind. Es konnen aber auch jeg-
liche andere Duroplaste wie z. B. KMC 180-7 (= Pressmasse der

Firma Shin-Etsu) verwendet werden.

Das erfindungsgemdBe Verfahren zum Herstellen einer Lotver-—

- bindung zwischen einem Duroplastbauteil und einem Metallteil

umfasst die folgenden Schritte: Reinigen einer fir die Lot-
verbindung vorgesehenen Oberfldche des Duroplastbauteils;
Vorbereiten der Oberflidche des Duroplastbauteils zur Metalli~
sierung mittels einer Plasmavorbehandlung; Metallisieren der
Oberflédche des Duroplastbauteils, wobei ein Schichtaufbau mit
zumindest einer ersten Haftvermittlerschicht und zumindest

einer Lotschicht erzeugt wird.
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Der létfahige Schichtaufbau auf dem Duroplastbauteil erzeugt
eine haftfeste und dichte Verbindung. Die Létverbindung ist
zuverlidssiger als eine Klebeverbindung. Sie ist auch, wie be-
reits erwahnt, (ber einen grdBeren Temperaturbereich stabil.
Weiterhin bietet so vorgesehene Lotverbindung eine steife
Verbindung zwischen Kunststoff und Metall, wie sie beispiels-
weise zum Wire-Bonden mit Ultraschall notwendig ist. Die Pro-
zesszeit zur Herstellung der Verbindung liegt dariiber hinaus
im Sekundenbereich verglichen mit bis zu 1,5 Stunden Aushdr-
tetemperatur eines Klebers. Weiterhin ist der Loétprozess i-
dentisch mit einem Chipmontageprozess, so dass beide Montage-
prozesse paréllel durchgefiihrt werden k&énnen und damit die

Montagezeit und somit die Kosten reduziert werden koénnen.

Gemil einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels des Verfahrens
wird die Oberfliche des Duroplastbauteils in dem Reinigungs-

schritt mit Alkohol gereinigt.

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Plasmavorbehandlung der
Oberfliche des Duroplastbauteils mittels Glimmentladung
durchgefihrt wird.

In einem anderen bevorzugten Ausfihrungsbeispiel wird die
Plasmavorbehandlung der Oberfldche des Duroplastbauteils mit-

tels Metallionenbehandlung durchgefthrt.

Dariiber hinaus ist es vorteilhaft, wenn der Metallisierungs-
schritt mittels eines hochaktiven PVD-Verfahrens durchgeftihrt

wird.

GemaB einer anderen bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung

wird die Lotschicht galvanisch aufgebracht wird. Dies ist aus
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Kostengriinden vorteilhaft, besonders wenn Schichtdicken wvon

einigen zehn Mikrometer erforderlich sind.
Besonders bevorzugt ist hierbei ein Vakuumbogenverfahren.

Vorzugsweise umfasst die erste Haftvermittlerschicht Cr, und
die erste Haftvermittlerschicht wird in einer Dicke von 0,05

pm aufgebracht.

In einem weiteren bevorzugten Ausfithrungsbeispiel des Verfah-
rens umfasst die Lotschicht Sn und wird in einer Dicke von

0,5 - 1 um aufgebracht.

Fs ist weiterhin vorteilhaft, wen iber der ersten Haftver-

mittlerschicht eine zweite Haftvermittlerschicht aufgebracht

wird.

Besonders von Vorteil ist bei dem Verfahren, wenn Uber der
ersten Haftvermittlerschicht und/oder zweiten Haftvermittler-
schicht weiterhin zumindest eine Diffusionsbarriereschicht

aufgebracht wird.

Vorzugsweise umfasst die zweite Haftvermittlerschicht Cu und

wird in einer Dicke von 0,5 bis 1,0 pum aufgebracht.

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung naher beschrieben. In

der Zeichnung zeigt

Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch ein elektro-
nisches Bauteil mit einem Hohlraumgehduse gemdf dem

Stand der Technik;
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Figur 2 einen schematischen Querschnitt durch ein elektro-
nisches Bauteil mit einem Hohlraumgehduse gemdl der

Erfindung;

Figuren 3 a, b, c einen schematischen Querschnitt durch er-

findungsgemédfe Schichtaufbauten;

Figur 4 einen schematischen Querschnitt durch den Gerdte-
aufbau, der fiir ein Vakuumbogenverfahren verwendet

wird.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e-
lektronisches Bauteil 1 mit einem Hohlraumgeh&duse 3. Das
Hohlraumgehduse 3 weist einen nach oben und unten offenen Ge-
hiuserahmen 4 auf. Ein von dem Gehiuserahmen 4 umschlossener
Hohlraum wird von Kunststoffwandungen 5 umgeben, wobeil in ei-
nem FuBbereich der Kunststoffwandungen 5 ein Metallrahmen 6
angeordnet ist, der sich mit seiner Oberseite 7 an den Fulbe-

reich 22 des Gehiuserahmens 4 anschlieBt.

Das Hohlraumgehduse 3 wird nach unten von einem metallischen
Gehiuseboden 9 abgeschlossen der hier als Warmesenke 16 aus-
gebildet ist. Der Gehduseboden 9 ist iiber eine Ldtfuge 15 mit
der Riickseite 38 des Metallrahmens 6 verbunden. Der Metall-
rahmen 6 weist Ankerelemente 14 auf, die als Schwalbenschwanz
ausgestaltet sind, so dass eine formschliissige Verankerung

des Metallrahmens 6 im FuBbereich 22 der Kunststoffwandungen

5 vorhanden ist.

Flachleiter 18, die gleichzeitig mit den Ankerelementen 14 in
den Kunststoffwandungen 5 eingebettet sind, welsen jeweils
einen AuRenabschnitt 24, einen in den Kunststoff eingebette~-

ten Mittenabschnitt 21 und einen auf einem stufenférmigen An-
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satz 20 des Gehduserahmens 4 angeordneten Innenabschnitt 19

auf.

Auf dem Gehiduseboden 9 sind drei Chipinseln 10 angeordnet,
die aus einer Goldbeschichtung bestehen, wdhrend der Geh&use-
boden 9 aus einer Kupferlegierung hergestellt ist. Mit dieser
Goldbeschichtung der Chipinseln 10 bildet das Silicium der
Halbleiterchips 11 beim Aufbringen unter entsprechend hohen
Temperaturen eine eutektische Legierung, so dass die Halblei-
terchips 11 sicher mit dem Geh&useboden 9 verbunden.sind und
beim Anldten des Gehdusebodens 9 an den Metallrahmen 6 auf

den Chipinseln 10 fixiert bleiben. .

Die Ankerelemente 14 sorgen dafiir, dass beim Anloten des Ge-
hiusebodens 9 an den Metallrahmen 6 sich der Metallrahmen 6

nicht von den Kunststoffwandungen 5 16st.

Das Verbinden der Flachleiter 18 mit Kontaktfldchen 27 auf
aktiven Oberseiten 12 der Halbleiterchips 11 erfolgt tliber
mehrere Hundert parallel geschaltete Bonddrédhte einerseits
zwischen den Innenabschnitten 19 der Flachleiter 18 und Kon-
taktfldachen 27 und andererseits zwischen Kontaktfl&dchen 27
der Halbleiterchips 11 untereinander. Elektrische Verbindun-
gen 23 werden auch durch gebondete Flachleiterb&nder reali-

siert.

Um ein Bonden auf mdglichst gleichem Niveau n zu erméglichen,
weist der Gehiuseboden 9 einen Metallsockel 17 auf, der zu-
sammen mit der Dicke der Chipinsel 10 eine Hohe h aufweist,
die derart bemessen ist, dass die Dicke d der Halbleiterchips
11 plus der Hohe h des Metallsockels 17 das Niveau n der
Flachleiter 18 erreicht. Damit lassen sich die elektrischen

Verbindungen 23 in einer einzigen Bondebene durchftihren.
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Das elektronische Bauteil 1 mit dem Hochfrequenz-
Leistungsmodul 2 im Hohlraum 25 ist durch einen Gehdusedeckel
26 nach oben abgeschlossen, der aus einer Kupfer- oder Ni-
ckellegierung oder Thermoplast/oder Duroplast/oder Keramik
ausgebildet ist und mit einem stufenformigen Ansatz 20 des
Gehiuserahmens 4 in eingriff steht. Durch die metallische
Ausfiihrung des Gehiusedeckels 26 als auch des Gehdusebodens 9
wird das Hochfrequenz-Leistungsmodul 2 gegen elektrische &u-

Rere Streufelder abgeschirmt.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e-
lektronisches Bauteil 1 mit einem Hohlraumgehduse 3 gemdB der
Erfindung. Hier weist der Geh&duserahmen 4 Kunststoffwandungen
5 auf, die aus einem Duroplast hergestellt sind. Der Fubbe-
reich 22 des Geh&duserahmens 4 ist mit einem létfahigen
Schichtaufbau 8 beschichtet, iliber welchen der metallische Ge-
hiuseboden 9 mit dem FuBbereich 22 haftfest und temperatur-

stabil verlétet werden kann.

Der im Stand der Technik vorgesehene Metallrahmen 6, der Uber
Ankerelemente 14 mit den Kunststoffwandungen 5 verbunden ist
(siehe Figur 1), um wiederum mit dem metallischen Geh&dusebo-
den 9 verldtet zu werden kann entfallen. Es wdre jedoch auch
méglich einen Metallrahmen 6 vorzusehen, der auf die gleiche
Art und Weise wie der Gehduseboden 9 mit dem FuBbereich 22
der Kunststoffwandungen 5 verldtet wird. Jegliche Ankerele-
mente 14 wiaren dann iiberfliissig, da eine ausreichende Verbin-
dung der Bauteile 9 und 4, bzw. einer Oberfldche 36 der
Kunststoffwandungen 5 des Geh&duserahmens 4 mit einer Oberfla-
che 37 des metallischen Gehdusebodens 9 iliber die Lotstelle

erfolgt.
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Figuren 3 a bis c zeigen einen schematischen Querschnitt
durch verschiedene erfindungsgem&Re Schichtaufbauten. Figur 3
a zeigt einen Schichtaufbau 8 mit lediglich zwel Schichten,
die auf der Oberfliche 36 des FuBbereichs 22 des Gehduserah-
mens 4 aufgebracht sind. Hierbei ist die erste Schicht, die
direkt auf den Duroplast der Kunststoffwandung 5 im FuBbe-
reich 22 des Gehiuserahmens 4 (siehe Figur 2) aufgebracht
ist, eine erste Haftvermittlerschicht 13 aus Cr. Direkt auf
der ersten Haftvermittlerschicht 13 ist die Lotschicht 30,

welche in diesem Fall aus Sn besteht, aufgebracht.

Die Dicke der ersten Haftvermittlerschicht 13 betr&dgt 0,05 pm
und die Dicke der Lotschicht 30 betragt 1,0 um.

Im zweiten Beispiel eines erfindungsgemdben Schichtaufbaus,
wie er in Figur 3 b dargestellt ist, sind drei Schichten 13,
28 und 30 auf der Oberfliache 36 des FuBbereichs 22 des Gehdu-
serahmens 4 (siehe Figur 2) aufgebracht. Die erste Schicht,
die wiederum in direktem Kontakt mit dem Duroplast steht, ist
die erste Haftvermittlerschicht 13. Darauf aufgebracht befin-
det sich eine zweite Haftvermittlerschicht 28 aus Cu. Auf
dieser zweiten Haftvermittlerschicht 28 ist wiederum eine

Lotschicht 30 aus Sn aufgetragen.

Im dritten Beispiel eines erfindungsgemdfen Schichtaufbaus,
wie er in Figur 3 c dargestellt ist, sind vier Schichten u-
bereinander aufgetragen worden. Die unterste, mit dem Du-
roplast in direktem Kontakt stehende Schicht ist wiederum ei-
ne erste Haftvermittlerschicht 13. Dariiber befindet sich eine
zweite Haftvermittlerschichf 28, welche von einer Diffusions-—
barriereschicht 29 iiberlagert wird. Dariiber ist dann noch die
Lotschicht 30 aufgebracht. Die erste Haftvermittlerschicht 13
pesteht aus Cr, die zweite Haftvermittlerschicht 28 besteht
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aus Cu und dient zur Adhision des dariiber abgelagerten Ni der
Diffusionsbarriereschicht 29. Die Ni-Diffusionsbarriere-

schicht 29 dient als Barriere fiir das Cu der zweiten Haftver-
mittlerschicht 28. Die Lotschicht 30 ist wiederum aus Sn her-—

gestellt.

Die besten Resultate beziiglich der Haftfestigkeit der Lotver-—
bindung zwischen Duroplast und Metall zelgen sich, wenn zu-
mindest eine Schicht des lotfahigen Schichtaufbaus 8 aus Cu
besteht. Weiterhin wird eine prozesssichere Loétbarkeit dann

erzielt, wenn die Schichtdicke des lotfahigen Schichtaufbaus

. 8 einige zehn Mikrometer aufweist.

GemiB dem erfindungsgemdfen Verfahren wird der Kunststoff,
also der Duroplast, mit einem 16tfdhigen Schichtaufbau 8 ver-
sehen. Die Duroplastbauteile 31 werden dabel einer Vorberei-
tung unterzogen, die wie folgt ausgefihrt wird: Zun&chst wird
die Duroplastbauteiloberflédche chemisch gereinigt. Insbeson-
dere eignet sich eine Reinigung mit Alkohol. Dann werden die
Duroplastbauteile 31 in eine Vakuumkammer eingebaut. Wenn der
Arbeitsdruck erreicht ist, erfolgt eine Plasma-Vorbehandlung.
Diese findet unmittelbar vor Beginn der Beschichtung statt.
Hierzu werden vorwiegend Glimmentladungen (normale Glimment-
ladung oder arc enhanced glow discharge (AEGD) mit verschie-
denen Plasmagasen verwendet. Eine andere Méglichkeit ist die
Metallionenbehandlung der Duroplastbauteile 31. Dabel werden
hochenergetische Metallionen zur Reinigung und Aktivierung

der Substratoberfldche genutzt.

Darauf folgend wird die Metallisierung der Duroplast Bauteil-
Oberflichen vorgenommen, welche mit Metallen entsprechend dem

gewiinschten 18tfshigen Schichtaufbau 8 durchgefithrt wird. Als
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Beschichtungsverfahren kann das Vakuumbogenverfahren verwen-

det werden.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Geré&-
teaufbau, der fiir das Vakuumbogenverfahren verwendet wird.
Der Geriteaufbau umfasst: einen Gaseinlass 32, einen Verdamp-
fer 33, eine Bias-Quelle 35 und ein Vakuumsystem 34. Die Du-
roplastbauteile 31 werden in einem dafiir vorgesehenen Halter
in die Probenkammer eingesetzt und dort bedampft. Am Verdamp-
fer 33 (Kathode der Bogenentladung) wird durch eine Bogenent-
ladung das Kathodenmaterial verdampft und ionisiert. Das so
produzierte Metallplasma wird zur Beschichtung der Proben ge-
nutzt. Mdgliche Beschichtungsmaterialien sind: Cr, Cu, Ni,

Sn, NiV7.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass das Beschich-
tungsmaterial vollstdndig ionisiert vorliegt. Dadurch kénnen
u. a. sehr dichte Schichten bei sehr guter Haftung auf dem

Substrat, hier also auf dem Duroplastteil 31, erzeugt werden.

Das Aufbringen einer Lotschicht 30, welche beispielsweise aus
Zinn besteht, kann anschlieBend durch ein galvanisches Ver-

fahren verstirkt werden.

Die mit einem gem&B dem oben beschriebenen Verfahren herge-
stellten Schichtaufbau versehenen Duroplastbauteile 31 sind
dadurch gut mit Metallteilen verldtbar, so dass eine dauer-

haft haftfeste Verbindung vorgesehen wird.
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Patentanspriliche

1.

Elektronisches Bauteil (1), insbesondere Hochfrequenz-
Leistungsmodul (2), das folgende Merkmale aufweist:
- ein Hohlraumgehduse (3) mit
- einem Gehduserahmen (4) mit Kunststoffwandungen
(5),
- einem metallischen Geh&useboden (9) mit mindes-
tens einer Chipinsel (10),
- mindestens einen auf der Chipinsel (10) angeordneten
Halbleiterchip (11),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kunststoffwandungen (5) aus einem Duroplast herge-
stellt sind und Oberflichen (36) aufweisen, die mit O-
berflichen (37) des metallischen Gehdusebodens (9) Uber

eine Létverbindung verbunden sind.

Elektronisches Bauteil (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die mit den Oberfliachen (37) des Gehdusebodens (9) ver-
bundenen Oberflidchen (36) der Kunststoffwandungen (5)
einen 1&tfahigen Schichtaufbau (8) mit einer ersten
Haftvermittlerschicht (13), welche Cr, NiCr, Ti und/oder

Zn umfasst, aufwelsen.

Elektronisches Bauteil (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schichtaufbau (8) eine zweite Haftvermittlerschicht

(28), welche Cu, Pt und/oder Pd umfasst, aufweist.

Elektronisches Bauteil (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Lotverbindung durch Weichléten hergestellt ist.
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Elektronisches Bauteil (1) nach einem der vorherigen An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schichtaufbau (8) weilterhin eine Diffusionsbarriere-
schicht (29) aufweist, welche Ni oder eine Ni-Legierung
(z.B. NiCr, NiPd, NiPt) und/oder Ti, TiN, TiO, und/oder

Si0, umfasst.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der vorherigen An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schichtaufbau (8) weiterhin eine Lotschicht (30)
aufweist, welche Sn bzw. Sn-Legierungen wie AnSn oder

SnAg umfasst.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der Anspriliche 2
bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Haftvermittlerschicht (13) eine Dicke von 0,02

- 0,2 um aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
und die zweite Haftvermittlerschicht (28) eine Dicke von

0,02 - 1 pum aufweist.

Elektronisches Bauteil (1) nach einem der Anspriche 5
bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Diffusionsbarriereschicht (29) eine Dicke von 0,2 -

2 pm aufweist.
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Elektronisches Bauteil (1) nach einem der Anspriiche 6
bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Lotschicht (30) eine Dicke von 0,5 - 4 um aufwelst.

Flektronisches Bauteil (1) nach einem der Anspriche 1
bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Kunststoffwandungen (5) aus Bakelit, Polyurethan,

Melaminharz, Phenolharz oder Epoxidharz aufweisen.

Verfahren zum Herstellen einer Ldtverbindung zwischen
einem Duroplastbauteil (31) und einem Metallteil,
welches die folgenden Schritte umfasst:

- Reinigen einer fiir die Létverbindung vorgesehenen O-
berflache (36) des Duroplastbauteils (31);

- Vorbereiten der Oberfldche (36) des Duroplastbauteils
(31) zur Metallisierung mittels einer Plasmavorbehand-
lung:;

— Metallisieren der Oberfldche (36) des Duroplastbau-
teils (31), wobei ein Schichtaufbau mit zumindest einer
ersten Haftvermittlerschicht (13) und zumindest einer

Lotschicht (30) erzeugt wird.

Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem die Oberfl&che
(36) des Duroplastbauteils (31) in dem Reinigungsschritt
mit Alkohol gereinigt wird.

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei welchem die
Plasmavorbehandlung der Oberfléche (36) des Du-
roplastbauteils (31) mittels Glimmentladung durchgefihrt

wird.
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Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei welchem die
Plasmavorbehandlung der Oberflédche (36) des Du-
roplastbauteils (31) mittels Metallionenbehandlung
durchgefthrt wird.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei wel-
chem der Metallisierungsschritt mittels eines hochakti-

ven PVD-Verfahrens durchgefithrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 15, bei wel-

chem die Lotschicht (30) galvanisch aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem das PVD-

Verfahren ein Vakuumbogenverfahren ist.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei wel-
chem die erste Haftvermittlerschicht (13) Cr umfasst,
und bei welchem die erste Haftvermittlerschicht (13) in

einer Dicke von 0,0 — 0,2 um aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei wel-
chem die Lotschicht (30) Sn umfasst, und bei welchem die
Lotschicht (30) in einer Dicke von 0,5 - 4 pm aufge-

bracht wird.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei wel-
chem {iber der ersten Haftvermittlerschicht (13) eine

zweite Haftvermittlerschicht (28) aufgebracht wird.

Verfahren nach BAnspruch 21, bei welchem iber der ersten
Haftvermittlerschicht (13) und/oder zweiten Haftvermitt-
lerschicht (28) weiterhin zumindest eine Diffusionsbar-

riereschicht (29) aufgebracht wird.
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23. vVerfahren nach Anspruch 21 oder 22, bei welchem die
zweite Haftvermittlerschicht (28) Cu umfasst, und bei
welchem die zweite Haftvermittlerschicht (28) in einer

Dicke von 0,02 bis 1,0 pm aufgebracht wird.
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